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摘要(译)

静电放电保护元件，具有该静电放电保护元件的液晶显示装置和制造方
法。第一ESD有机TFT，第二ESD有机TFT，第三ESD有机TFT各自具有
栅电极，源电极和漏电极，其中第一和第二ESD有机TFT的源电极和漏
电极以及栅电极第三ESD有机TFT的电连接。第一ESD有机TFT的栅电极
和源电极电连接到第一阵列线，第二ESD有机TFT的栅电极和漏电极电
连接到第二阵列线。第三ESD有机TFT的源极电连接到数据线或栅极
线，第三ESD有机TFT的漏极电连接到公共电压线。
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